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Presenter
Presentation Notes
电源稳压的建议 

供电系统应该有好的线性和负载调节特性，因为ADC模块使用VREF+或VDDA作为模拟参考，数字数值的输出是这个参考电压与模拟输入信号的比值，VREF+必须在各种负载情况下保持稳定。 

任何时候，不管因为开启了一部分的电路导致负载增加，电流的增加不应引起电压的下降。如果在宽的电流范围内能够保持电压的稳定，这样的电源具有好的负载调节特性。 

例如：LD1086D2M33电压调压器，在VIN从2.8V至16.5V的范围内(Iload = 10mA)的典型线性调节是0.035%，在Iload从0至1.5A的范围内的负载调节是0.2%(详见LD1086的数据手册)。 

线性调节的数值越低，稳压性能越好。同样，负载调节数值越低，稳压性能越好，输出的电压越稳定。 

还可以使用诸如LM236作为VREF+的参考电压，这是一个2.5V的电压参考二极管(详见LM236数据手册)。 



消除模拟输入信号的噪声 

●平均值方法 

平均值法是一个简单的技术，通过对一个模拟输入信号的多次采样和软件计算取平均值实现。这个技术有利于消除那些不频繁变化的模拟输入信号上的噪声。 

平均值法需要在一个相同的模拟输入电压上进行多次采样，保证模拟输入信号在转换完成之前，保持在相同的电压，否则模拟输入的变化将会出现在结果数值中，从而引入新的误差。 

●增加一个外部滤波器 

使用一个外部滤波器可以消除高频噪声，没有必要使用昂贵的滤波器去处理超出需要频率之外的频率分量。因此，一个相对简单的具有阻断频率fC，刚好超过需要频率的低通滤波器，可以有效地限制噪声和假波。采样速率超过最高的需要频率即可，通常为2~5倍于fC。 



将最大的信号幅度与ADC动态范围匹配

这个方法可以通过合理地选择参考电压或使用一个前级放大器，使用ADC的全量程输出，得到最大可能分辨率，从而提高精度。 
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Presenter
Presentation Notes
应该避免在任何标准的模拟输入管脚上引入负的注入电流，这会极大地减低在其它管脚上正在进行转换的精度。 

建议在可能产生负的注入电流的I/O管脚于VSSA之间连接一个肖特基二极管。 
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Presentation Notes
分隔模拟与数字部分的布置

建议在PCB上分隔模拟与数字线路。同样需要避免两部分的走线交叉，经过耦合，数字信号的走线可以在模拟信号线上产生高频率的噪声。 

数字信号能够产生高频率的噪声是因为它的快速翻转变化。 

由PCB基板(玻璃、瓷介或塑料)隔离的金属连线(走线)之间，构成了耦合电容。 

推荐在不同的层面上安排模拟和数字地线。如果有许多模拟线路，最好使用独立的模拟地线层，模拟地线必须置于模拟线路之下。 



分隔模拟与数字部分的供电 

如果在微控制器的外围有很多的模拟和数字电路，最好能够有分隔开的模拟与数字供电(见图23)。根据STM32F10xxx的封装不同，分别拥有不同的模拟和数字供电和地线管脚，VDDA/VREF+和VDD管脚可以使用不同的供电。 

如果使用开关型电源给数字部分供电，则应该使用另一个线性电源为模拟电路供电。 

同理，如果考虑到有很多的I/O端口翻转操作从而可能在直流电源上产生大量噪声，最好也需要使用独立的电源为模拟电路供电。 

推荐将模拟地和数字地按照星型网络连接，即模拟地和数字地应该只在一个点相连，这样可以避免因为数字信号的翻转而产生的噪声进入模拟供电线路，同样可以避免电流的突变影响到模拟电路部分。 



使用不同的PCB层安排供电和地线 

●双层PCB 对于2层的PCB，建议尽可能扩大地线布线的面积，供电线路(VDD、VDDA)应该使用普通走线。如果2层间使用相同的地线信号，可以在相交的区域通过多个连接点把2层的地线连接在一起。不用的PCB部分，可以全部铺设为地线平面。 另外一种常见的做法是，在PCB的一面把未用的部分铺设为电源(VDD)平面，另一面未用的部分铺设为地线平面。这样做的好处是减小电源和地线信号间的互感。在PCB上尽可能大的地线平面可以产生好的屏蔽效果，同时有效地减小对敏感电路的电磁感应。 



●多层PCB 在任何可能的情况下，请使用多层PCB板，并在板上为电源和地线安排不同的层。芯片上的VDD和VSS管脚可以直接地连接到供电平面，减小了电源和地线的走线长度，长的走线具有较高的感应效应。模拟地线可以在一个点上连接到这个地线平面。这时，供电走线可以非常靠近电源部分。 一个完整的地线层能够提供良好的屏蔽，并减小对敏感电路的电磁感应。 



● 单层PCB 使用单层PCB可以节省成本，通常只能用在较少连线数量的简单应用中。建议在未使用的部分全部铺设为地线。可以使用跳接线连接PCB的不同部分。 
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Presentation Notes
事件是一个在外设控制寄存器中被设置为中断使能，但是未在NVIC中使能的信号，或设为事件模式的外部中断线的触发信号。
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Presentation Notes
【反馈电阻RF 】  

在大多数情况下，反馈电阻RF是内嵌在振荡器电路内的(至少在ST的MCU中是如此)。它的作用是通过引入反馈使反向器的功能等同于放大器。Vin和Vout之间增加的反馈电阻使放大器在Vout 

＝  Vin时产生偏置，迫使反向器工作在线性区域。该放大器放大了晶振的正常工作区域内的在并联谐振区内的噪声(例如晶振的热噪声，工作在线性区的反向器等同于一个反向放大器)，从而引发晶振起振。通常来说，频率32.768kHz，反馈电阻范围为10 至 25MΩ 

【负载电容CL】 

负载电容CL是指连接到晶振上的终端电容。 CL值取决于外部电容器CL1和CL2 ，刷电路板上的杂散电容(Cs)。 CL值由由晶振制造商给出。保证振荡频率精度，主要取决于振荡电路的负载电容与给定的电容值相同，保证振荡频率稳定度主要取决于负载电容保持不变。外部电容器CL1和CL2可用来调整CL，使之达到晶振制造商的标定值。CL=(CL1 X CL2)/(CL1 + CL12)+ CS 

【振荡器的增益裕量 】

增益裕量是最重要的参数，它决定振荡器是否能够正常起振。Gain_margin=gm/gmcrit。 gm是反向器的跨导，其单位是mA/V(对于高频的情况)或者是µA/V(对于低频的情况，例如 32kHz)。 

 gmcrit (gm critical)的值 取决于晶振本身的参数。假定CL1 = CL2 ，并假定晶振的CL将与制造商给定的值相同，则gmcrit表达式为4 x ESR x (2pieF)2  x (C0 + CL)2 

根据Eric Vittoz原理，反向器跨导(gm)必须满足：gm > gmcrit 。为保证可靠的起振，增益裕量的最小值一般设为5。 

【驱动级别】

驱动级别描述了晶振的功耗。晶振的功耗必须限制在某一范围内，否则石英晶体可能会由于过度的机械振动而导致不能正常工作。通常由晶振制造商给出驱动级别的最大值，单位是毫瓦。

超过这个值时，晶振就会受到损害。其计算公式为ESRxIQ2

【 外部电阻RExt】

这个电阻的作用是限制晶振的驱动级别，并且它与CL2组成一个低通滤波器，以确保振荡器的起振点在基频上，而不是在其他高次谐波频率点上。如果晶振的功耗超过晶振制造商的给定值，外部电阻RExt是必需的，用以避免晶振被过分驱动。如果晶振的功耗小于晶振制造商的给定值，就不推荐使用RExt了，它的值可以是0Ω。 其计算公式为：1/2pieFC2

【启动时间】 

启动时间是指振荡器启动并达到稳定所需的时间。这个时间受外部CL1和CL2电容影响，同时它随着晶振频率的增加而减少。不同种类的晶振对启动时间影响也很大，石英晶振的启动时间比

陶瓷晶振的启动时间长得多。频率为MHz级的晶振的启动时间是毫秒级的，而32kHz的晶振的启动时间一般要1～5秒。

【晶振的牵引度(Pullability) 】

晶振的牵引度(也叫可调度)是指工作在正常并联谐振区的晶振频率的变化率。这也用于衡量随负载电容变化而导致的频率变化，负载电容的减少会导致频率的增加，反之负载电容的增加会导致频率的减小。 
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